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Тема дисертації:
1. Омічні контакти до нітрид індієвих епітаксійних плівок

2. Ohmic contacts to indium nitride epitaxial films

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню багатошарових омічних контактів до n InN, напівпровідникового
матеріалу перспективного для високочастотних транзисторних структур. В роботі проаналізовано
використання швидких термічних обробок з метою оптимізації властивостей отриманих омічних контактів.
Встановлено, що омічні контакти Pd/Ti/Au до n-InN можуть формуватися в об’єднаному технологічному
процесі, який полягає в одночасному використанні методів магнетронного напилення металізації та
термічної обробки при 350 °С. Статистичними методами визначено оптимальні параметри технологічних
обробок та показано, що додаткові швидкі термічні обробки призводять не лише до зниження середнього
значення питомого контактного опору, а й до зниження значення дисперсії його розподілу. Виявлено, що в
діапазоні температур 4,2-380 К для досліджених омічних контактів до n-InN з рівнями легування 2 • 1018 см-
3, 8 • 1018 см-3 та 4 • 1019 см-3 характерний металічний механізм струмопереносу по шунтах, що спряжені з



дислокаціями в плівках нітриду індію. Показано, що дані шунти можуть формуватися як в процесі дифузії
атомів паладію в процесі магнетронного напилення металізації, так і дифузії атомів індію по дислокаціях у
випадку збагачення поверхні епітаксійних плівок індієм, що може відбуватися завдяки специфіці
епітаксійного росту плівок InN. Для всіх цих випадків досягнуто узгодження густини металевих шунтів,
розрахованої аналітично з теоретичної моделі, та густини дислокацій, визначеної експериментально за
допомогою високороздільної X-променевої дифрактометрії.

2. The dissertation is devoted to the multilayer ohmic contacts to n-InN, as semiconductor material that is
perspective for high-frequency transistor structures. The rapid thermal annealing is analyzed in order to optimize
the properties of the received ohmic contacts. It has been established that Pd/Ti/Au ohmic contacts to n-InN can
be formed in the combined process, which involves the simultaneous use of methods of magnetron metallization
sputtering and in-situ thermal treatment at 350 °C. The statistical methods have determined the optimal
parameters of technological treatments and it has been shown that additional rapid thermal annealing not only
lead to the decrease of mean value of the contact resistivity, but also to the dispersion decreasing of its
distribution. It was found that in 4.2 - 380 K temperature range for the investigated ohmic contacts to n-InN with
the levels of doping 2•1018, 8•1018 and 4•1019 cm-3, the metallic mechanism of the current transport was observed
through the metal shunts associated with the dislocations in the InN films. It is shown that these shunts can be
formed both in the process of diffusion of palladium atoms during the process of magnetron sputtering of
metallization or due to diffusion of indium atoms into dislocations in the case of enriching the surface of InN by
indium, which may occur due to the specificity of the epitaxial growth of indium nitride films. For all these cases,
good agreement between the density of metallic shunts, calculated analytically from the theoretical model, and the
density of dislocations, determined experimentally with high-resolution X-ray diffractometry, was achieved.
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